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シリコンデバイスは機械特性や熱特性の異なる複数の

材料で構成されるため、製造工程時に応力が発生しやす

く、それが性能劣化に繋がることが懸念されている。そこ

で本課題では、構成材料の応力特性に関する知見を得

るため、コンタクト材料の一種であるシリサイド膜に着目し、

それがシリコン基板に与える応力的な影響をNPFの設備

を用いて調査した。 

１．概要（Summary） 

 

・使用した主な装置 
２．実験（Experimental） 

 顕微レーザラマン分光装置 
 
・実験方法 

試料はシリサイド化合物を成膜したシリコン基板とし、基

板裏面側を楔状に平面研磨した（Fig.1）。試料は研磨面

にレーザが照射されるように、顕微レーザラマン分光装置

に設置した。 レーザの波長は532nm、出力は5mWとし、

グレーティングは高分解能仕様（スペクトル分解能 : 
3cm-1）を用いた。またレーザ照射位置におけるシリコン基

板の厚さは、白色光による干渉縞から見積もった。 
 

Fig.2 は各レーザ照射位置における応力の結果である。

シリコン厚さが 0.09µm から 1µm の範囲において、厚さ

（横軸）と応力（縦軸）を両対数で表示すると、直線の関係

となることが分かった。この関係を外挿すると、厚さが

0.05µm 以下の領域で応力が 1GPa 以上となり、トランジ

スタの素子領域では応力が大きな影響を及ぼすことが示

唆された。一方、厚さが 1µm でも数十 MPa の応力が発

生するため、トランジスタのウェル構造も、コンタクト材料か

ら応力の影響を受けることが分かった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig.1 Schematic diagram of mechanically 
polished silicide sample. 

 
Fig.2 Stress of silicide for silicon substrate. 
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